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【緒言】シリサイド材料は、エレクトロニクスや熱電応用において

実用化が期待される材料である。その中でもアルカリ土類シリサ

イドは、多種の結晶構造とそれに付随する多彩な電気特性を持ち、

古くから研究の対象とされてきた。CaSi2 はアルカリ土類シリサイ

ドの一種であり Si 層と Ca 層の積層からなる物質である。[1]近年、

これに類似した構造を有する準安定相物質として、SrSi2 が報告さ

れた。[2]この材料は、薄膜形態でのみ確認されており、SrSi2 薄膜

を 600℃以下の温度で作製することにより得られる。CaSi2 とは、

積層の仕方が異なるため(Fig. 1 参照)、CaSi2 が三方晶系に属するのに対

し、準安定相 SrSi2は六方晶系に分類される。本研究では、CaSi2 や SrSi2、

CaxSr1-xSi2、BaxSr1-xSi2 等層状構造を有するアルカリ土類シリサイド薄膜

を系統的に作製し、調査したので報告する。 

【実験条件】2 インチの CaSi2 ターゲット、SrSi2 ターゲットと BaSi2 タ

ーゲットのうち二つのターゲットを用いて (001) Al2O3 基板上に (Ae1, 

Ae2)Si2 膜を製膜した。基板温度は、600 ℃、製膜圧力は 100 mTorr、Ar+H2

雰囲気下で、膜の作製を行った。 

【結果】一方のターゲットに印加される電力を 50W 固定に対して、他

方を 0~50W に変化させることで、(Ae1 Ae2)Si2膜のアルカリ土類金属の

割合を変化させた膜を作製した。XRD 測定結果を Fig. 2 に示した。図

はアジマス軸に対して回転させながら、あおり角ψを連続的に変化さ

せて、2θ-ω測定した結果について、ψ軸方向に積算した X 線チャー

トである。Ba 固溶量が多くなるに従ってピークが低角側に、Ca 固溶量

が多くなるに従って高角側に動いている。このことから Ca もしくは Ba

が固溶していることを確認した。 
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Fig. 2 Integrated XRD 

profiles along the 

sample inclination angle 

for (Ae1,Ae2)Si2 films 

deposited on (001)Al2O3 

 
Fig. 1 The stacking sequence for 

(a) CaSi2 and (b) SrSi2 
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